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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposob wytwarzania obszardw izolacji pionowej w krzemowych
strukturach pétprzewodnikowych.

Dotychczas znany jest z ksigzki K Waczynski, E. Wrdbel jTechnologie mikroelektroniczne - Me-
tody wytwarzania materiatéw i struktur pétprzewodnikowych”, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gli-
wice 2006, str. 72-76 oraz str. 105-111, sposdb wytwarzania elektrycznej izolaciji pionowej pomiedzy
poszczegblnymi elementami w strukturach pétprzewodnikowych, polegajgcy na zmianie wlasciwosci
materiatu z przewodzacych na pdétizolacyjne w obszarach pomiedzy elementami, implantacjg jonowa
w temperaturze pokojowej lub na drodze usuniecia materiatu przewodzacego metoda trawienia. Im-
plantacja jonowa ma te przewage, ze daje mozliwosé zachowania gtadkosci powierzchni i w mnigj-
szym stopniu narusza strukture materiatu pod brzegami maski. Idea formowania obszardw izolacyj-
nych w pétprzewodnikach z wykorzystaniem implantacji jonowej przy temperaturze pokojowej polega
na wprowadzeniu do materiatu jondw, ktdre wytwarzaja defekty struktury krysztatu i zmieniajg charak-
ter materiatu z pdtprzewodzacego na izolacyjny ¢ rezystywnosci rzedu 10%-10" Q-om. Niedogodnoscia
tej metody jest niejednorodnosé wytwarzanych warstw craz zmiana jej parametréw spowodowana
procesami technologicznymi wykonywanymi po implantacji.

Istotg sposobu wytwarzania obszardw izolacji pionowej w krzemowych strukturach potprzewod-
nikowych jest to, ze wykonuje sie implantacje jondw lekkich, korzystnie jondw neonu Ne™ o dawkach
rzedu 100" Oem?™® korzystnie 1510 em®i energiach z zakresu 400 - 800 keV, korzystnie 600 keV,
do ptytki podtozowej z krzemu o temperaturze z zakresu 150-300°C, korzystnie 250°C, poddane]
wczesnie] wszystkim operacjom technologicznym wymaganym dla wykonania ukladu mikroelektroniczne-
go, a nastepnie przeprowadza sie izotermiczne wygrzewanie stabilizujace w temperaturze od 500°C
do 600°C, korzystnie 550°C, w czasie 10-15 minut, korzystnie 15 minut.

Karzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze pozwala na wytwarzanie cbszardw izolacji pionowej
pomiedzy elementami struktury pétprzewodnikowej o precyzyjnie okreslonych wymiarach geometrycz-
nych i rezystywno$ci rzedu 10° Q-cm o jednakowe] wartoéci dla calego obszaru izolacji i duzej stabil-
nosci w zakresie czestotliwosci rzedu do 10° Hz. W konsekwenciji pozwala to na zmnigjszenie po-
wierzchni struktury pétprzewodnikowe] przy zachowaniu stopnia integracji.

Sposdb wedtug wynalazku jest blizej objasniony na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia prze-
kroj poprzeczny plytki podtozowe] z wytworzonym, obszarem izolacji pionowej, a fig. 2 - zaleznosé
rezystywnosci wytworzonego obszaru izolacyjnego dla réznych temperatur stabilizacyjnego wygrze-
wania izotermicznego w funkcji czestotliwosci napiecia pomiarowego.

Obszar izolacji 1 pionowej w plytce 2 podiozowe] z krzemu z warstwa 3 metalizacji implantowa-
nej wigzka 4 jondw przez maske 5 o fotolitografii wykonany sposobem wedtug wynalazku przedstawia
fig. 1.

Przyktad Phtke 2 podiczowg z krzemu o rezystywnosci 0,04 Q-cm pokrytg warstwag 3 me-
talizacji o gruboéci 0,25 um z aluminium poddaje sie implantacji wiazka 4 jonéw neonu Ne* o energii
600 keV i dawce 1,2 x 10" cm™ przy temperaturze ptytki podtozowej 250°C przez maske 5 o fotolito-
grafii i uzyskuje sie obszar izolacji pionowej 1 jak pokazanc na rysunku fig. 1. Tak dobrane parametry
implantacji pozwalajg na wytworzenie obszaru zdefektowanego o jednorodnym rozktadzie gteboko-
sciowym defektdw petnigcego role izolacji pionowej, jak pokazano na rysunku fig. 2. Przygotowang
w taki sposdb ptytke 2 podtozowa poddaje sie izotermicznemu wygrzewaniu stabilizujgcemu w tempe-
raturach z zakresu 500 - 600V w czasie 15 minut. Najwyzsza stabilnosté czestotliwosciowa rezystyw-
nosci wytworzonego obszaru izolacji 1 pionowej uzyskuje sie dla temperatury wygrzewania 550°C, co
pokazuje krzywa B na rysunku fig. 2. Krzywe A i C pokazujg zmiany rezystywnosci wytworzongj izola-
cji w funkcji czestotliwosci, odpowiednio dla temperatur wygrzewania izotermicznego 500°C | 600°C.
Sposobem wedtug wynalazku uzyskuje sie warstwe izolacji pionowej o rezystywnosci rzedu 10% Q-om,
state] w przedziale czestotliwosci z zakresu od 50 Hz do 1 MHz.

Zastrzezenie patentowe
Sposodb wytwarzania obszaréw izolacji pionowej w krzemowych strukturach pétprzewodnikowych,

Znamienny tym, ze wykonuje sie implantaog’@ jonéw lekkich, korzystnie jonéw neonu Ne* o dawkach
rzedu TOMA0" em®, korzystnie 1,210" cm® | energiach z zakresu 400 - 800 keV, korzystnie 600 keV
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do plytki podtozowej z krzemu o temperaturze z zakresu 150-300°C, korzysthie 250°C poddanej
wczesniej wszystkim operacjom technologicznym wymaganym dla wykonania uktadu mikroelektro-
hicznego, a nastepnie przeprowadza sie izotermiczne wygrzewanie stabilizujgce w temperaturze od
500°C do 600°C, korzystnie 550°C, w czasie 10-15 minut, korzystnie 15 minut.

Rysunki
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